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특허청  

청 항 1 

과;  

상  상에 치 고,  단  상  포함하는 도체 칩과; 

상  도체 칩상에 치   갖는  시트 ;

어도 상  에 치 고, 상   단  하는 과;

상   내에  도체 , 상  도체  단 는 상   단 에  어 는

것 , 상  도체 

 포함하 , 상   시트는 상    에 치  차 막   포함하는 것 , 상 치.

청 항 2 

1항에 어 , 상  과 상  도체 칩 사   상  도체 칩과 상   시트 사 에 각각 치 는

착층   포함하는 상 치.

청 항 3 

1항에 어 , 상  착층  에폭시 지층  것 , 상 치.

청 항 4 

1항에 어 , 상   단 는 상  도체 칩  에 치 어 는 것 , 상 치.

청 항 5 

1항에 어 , 상   단 는 상  도체 칩  에 치 고, 상   상    상  도체 칩

에 어 는 것 , 상 치.

청 항 6 

1항에 어 , 상  도체  타단 에  프   포함하는 상 치.  

청 항 7 

삭

청 항 8 

에 1  단  상  포함하고, 에 2  단  포함하 , 내 에 상  1  단

 상  2  단  하는 도체  포함하는 도체 칩과;

상  도체 칩  상  상에 치   갖는  시트

 포함하는 상 치.  

청 항 9 

8항에 어 , 상  도체 칩과 상   시트 사 에 치  착층   포함하는 상 치.

청 항 10 

8항에 어 , 상  착층  에폭시 지층  것 , 상 치.

청 항 11 

8항에 어 , 상  2  단 에  프   포함하는 상 치.
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청 항 12 

8항에 어 , 상   시트는 상    에 치  차 막   포함하는 상 치.

청 항 13 

, 복  칩  포함하는 도체 웨 ,  복   갖는  시트  각각 비하는 단계 , 상

 복  칩  각각  상    단  포함하고 는 것  상   시트  비 단계 ;

상  , 상  도체 웨   상   시트  층함  층 재  하는 단계 , 상  

과 상  도체 웨  사   상  도체 웨  상   시트 사 에 착층  는 것  상  

층 재   단계 ;

어도 상  에 상  복  칩   단  하는  하는 단계 ; 

상  층 재  상  칩마다 다 싱하는 단계

 포함하는 상 치   .  

청 항 14 

13항에 어 , 상   내에 도체  하는 단계   포함하 , 상  도체  단 는 상  

 단 에 어 는 것 , 상 치   .

청 항 15 

14항에 어 , 상  도체  타단 에 프  하는 단계   포함하는 상 치   .  

청 항 16 

13항에 어 , 상  착층  에폭시 지층  것 , 상 치   .  

청 항 17 

13항에 어 , 상   단 는 상  도체 칩  에 치  것 , 상 치   . 

청 항 18 

13항에 어 , 상   단 는 상  도체 칩  에 치 고, 상   상    상  도체

칩에 는 것 , 상 치   .  

청 항 19 

13항에 어 , 상  과 도체 웨 는 동 한 직경  갖는 것 , 상 치   . 

청 항 20 

13항에 어 , 상   시트  상  복  는 상  도체 웨  복  칩  각각에 개별

 층 는 것 , 상 치   .

  

 상 한 

     

         하는   그 야  래

본  2005  7월 1  원  본 특허 원  2005-193959  우  주 하 ,  원  <13>

체 내  참  해 본원 에 포함한다. 
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본  컨  CCD 또는 CMOS  내 한  착  카 라 듈  그  에 한 것 다.<14>

통상,  카 라 듈  컨  상 , IR( ) 커트 필 , , 동 , 학   리개<15>

갖는다.  

근, 카 라 듈   가  강해지고 다.  포 트는 다 과 같  2개  볼  다. <16>

(1)  칩  사 하는 동  <17>

(2)    학계  <18>

(1)  주  가  향  고,   실   진보  함께 가 가능하다. 특 ,  칩과 동<19>

한 사   사 한 실  , 컨  CSP(chip scale package)가 주  고 다. 한편, (2)는 주

  향  다. 통상, 상에 IR 커트 필 , 리개, 학  등  학  층해야 하

문에 하는 것  곤란하 다.  

또한, 본 특허 공개 2001-238103에는 래  카 라 듈  상 치가 개시 어 다.  상 치는<20>

상에 상  치하고,  상 상에 결합  갖는 학  치한다.  후, 상 

  어에 해  한다. 또한, 결합  시키도  지 하여 , 상

  학  체 하고 다.

그러 , 래  카 라 듈   지지하는  럴   , IR 커트 필  지지하는 , ,<21>

상   학  루어지는 층체  지하는 ,  층체  하여  지 등  필

하고 다. 또한,  럴   , IR 커트 필  지지하는 , , 상   학 가 개

별  어 다. 들  매우  문에 립  어 블리가 하지 않다. 또한, 들 복

 립한 경우, 필 한 사    하는 것  곤란하 다. 라 ,    가능

한 고 능  카 라 듈  그   고 다.

         루고  하는  과

본      가능한 고 능  카 라 듈  그   공하는 것에 다.<22>

       

본  1 양태에 , 상 치는 ; 상  상에 치 고,  단  상  포함하<23>

는 도체 칩과; 상  도체 칩상에 치   갖는  시트 ; 어도 상  에 치 고, 상

 단  하는 ; 상   내에  도체 , 상  도체  단 는 상   단 에

 어 는 도체  포함한다.   

본  2 양태에 , 상 치는 에 1  단  상  가지 , 에 2  단<24>

 포함하고, 내 에 상  1  단  2  단  하는 도체  포함하는 도체 칩과; 상  

도체 칩  상  상에 치   갖는  시트  포함한다.

본  3 양태에 , 상 치    , 복  칩  포함하는 도체 웨 ,  복<25>

 갖는  시트  각각 비하는 단계 , 상  복  칩  각각  상    단  갖

고 는 것  상  비하는 단계 ; 상  , 상  도체 웨   상   시트  층함  층

재  하는 단계 , 상  과 상  도체 웨  사 ,  상  도체 웨  상   시트 사

에는 착층  는 것  상   단계 ; 어도 상  에 상  복  칩   단  하는

 하는 단계 ; 상  층 재  상  칩마다 다 싱하는 단계  포함한다.

[실시 태]<26>

하, 본  실시 태에 해 , 도  참 하여 한다.  <27>

도 1 내지 도 4는 본  1 실시  도시하고 다. 우  도 1, 도 4에 도시하는  같 , (10),<28>

도체 웨 (20),  어  시트(30)  비한다(S11, S12, S13). (10)  컨  라믹, 리, 지

등에 해 고, 도체 웨  거  동 한 크   직경  갖고 다.

도체 웨 (20)에는 컨  CCD 또는 CMOS  같  상 , 그 주변  포함하는 복  칩<29>
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(21)  어 다. 도 2는 각 칩  평 도  도시하고 다. 칩(21)  , 또는 거  앙 에 감  

역(22)  어 다.  칩(21)  컨  , 또한 주변 에는 복   단 ( 극)(23)가 어

다.

 어  시트(30)는 컨  볼   루어지는  복  상 (31)  갖고 다. <30>

 어  시트(30)는 시트  상 (31)  동 한 재료  할 도 고, 별개  재료  할 도

다. 양쪽  동 한 재료  할 는 시트에 하여 상 (31)  , 에칭, 또는  등  에

해 할  다. 또한, 시트  상 (31)  별개  재료  할 , 시트가 는 컨  리, 열경

 지,  라믹 등  학 재료  에 학   지, 컨  계 지 또는 아크릴계 지

에 해 볼  계  상 (31)  하  다.  어  시트(30)에 , 상 (31)는 각 칩

감   역(22)에 하여 치 어 다.

IR 커트 필   에 하는 경우,  어  시트(30)  에 IR 커트 필  해  다.<31>

또한, 차  겸 리개  하는 경우,  어  시트(30)  컨   /또는 에  상 (31)

에 하는 역  역에 차  막 , 컨  무, 또는 쇄 등   할  다.

다 에, 들  (10), 도체 웨 (20)   어  시트(30)    착층  에폭시 <32>

지층(40)  통해 착하여 층 재(50)  한다(S14). , (10) 에 에폭시 지층(40)  통해 도

체 웨 (20)가 착 고, 도체 웨 (20) 에 에폭시 지층(40)  통해  어  시트(30)가 착

다.  후, 도 3a에 도시하는  같 , (10)  에 , 각 칩(21)   단 (23)에 하고, 컨

단  V  (11)  다(S15).  (11)  함 , 각 칩(21)   단 (23)가 (11) 내에

다.

 후, 층 재(50)  ,  (10)  ,  (11)  측 에 복  도체 (51)  컨  <33>

등  에 해 다(S16). 들 도체 (51)  단  (11) 내에 어 는  단 (23)에 각

각  다. 

어 , 각 도체 (51)  타단 ,  (10)  에  에 볼 프(12)가 각각 다(S17).<34>

그 다 에, 층 재(50)가 (11)  심  라 다 싱 고, 도 3b에 도시한  같 , 개개   듈,<35>

 카 라 듈(60)  다(S18).

도 3b는  카 라 듈(60)  단   도시하고 다.  카 라 듈  복  볼 프(12)  갖는 <36>

과,  에 걸쳐  V  (11)과, 복  볼 프(12)  갖는 (10)과, (10)상에 

치 고, (11)  하도  치   단 (23)  갖는 동시에, 감   역(22)  포함하는 도

체 칩(21)과, 도체 칩(21)상에 치 , 상 (31)  갖는  시트(32) , (10)에 고, 

단 (23)  볼 프(12)   하는 도체 (51)  어 다.  

또한,  시트(32)  에는 컨  IR 커트 필 (33), 상 (31)   역  역에 차 막<37>

(34)  어 다. 또한,  시트(32)  에는, 상 (31)   역과 하는 역 

역에 차 막(35)  어 다.

상  1 실시 에 하 , (10)에 복  칩(21)   도체 웨 (20)  층하고, 도체 웨<38>

(20)에 복  상 (31)가   어  시트(30)  층하 ,  상태에 , 도체 (51)  

하고, 그 후에 다 싱에 해 카 라 듈  하고 다.  문에 래  카 라 듈과 다 게, 카 라

듈  하는 개별  개별 상태  립하는 공  할  다. 라 , 간단한  공 에 해

 고 능 카 라 듈  하게 실 하는 것  가능하다. 또한, 래에 비해  개  삭감할 

 문에 카 라 듈  가 가능하다.

도 5는 2 실시  도시하고 고, 1 실시  동 한 에는 동 한  고 다. 1 실시 에<39>

,  각 칩(21)   단 (23)는 도체 웨 (20)  에 어 었다. 2 실시 에 ,  단

(23a)는 도체 웨 (20)  에 어 다.   경우,  (11a)  (10)과 도체 웨 (20)[칩

(21)]에 고, (11a)  내에 도체 웨 (20)  에   단 (23a)가 다. 도  

(51)  (11a) 내에  도체 웨 (20)  지 고,  단 (23a)  어 다.   같

한 후, (11a)  앙  라 다 싱한다. 

2 실시    1 실시  마찬가지 , 도 4에 도시하는  공 에 , (11)  가 다<40>
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것뿐 다. 2 실시 에 해 도 1 실시  동 한 과  얻   다.  

도 6  3 실시  도시하고 고, 1 실시  동 한 에는 동 한  고 다. 3 실시 는<41>

1, 2 실시  다 고, (10)  갖고 지 않다. 도 6에 , 도체 웨 (20)[칩(21)]는 에 1 

 단 (23a)  가지 , 에 2  단 (23b)  갖고 다. 2  단 (23b)는 1  단 (23a)에

하는 치에 고, 1  단 (23a)보다  약간 커  다. 도체 웨 (20) 내에는 1 

 단 (23a)  2  단 (23b)   하는 도체(23c)가 어 다.  도체(23c)는 1 

 단 (23a)  2  단 (23b) 사 에 치하는 도체 웨 (20) 내에  (21a)  고, 

 (21a) 내에 컨  도체  매립  다. 또는  (21a) 내에 도체  도

, 도체(23c)가 다. 2  단 (23b)에는 각각 볼 프(12)가 어 다.

3 실시    (10)  합 공  하 , 도체 웨 (20)   어  시트(30)  <42>

합시키는 공  1 실시  동 하다. , 도 1, 도 4에 도시하는  같 , 도체 웨 (20)   어

 시트(30)가 비 다.  도체 웨 (20)  에는 칩(21)마다 감   역(22)과 복  1 

 단 (23a)가 고, 에 2  단 (23b)가 , 도체 웨 (20) 내에 도체(23c)가 

어 다.  도체 웨 (20)  에  어  시트(30)가 착층  에폭시 지층(40)  통해 

착 고, 층 재가 다. 계 해 , 2  단 (23b)에 볼 프(12)가 다.  후, 다 싱 고,

카 라 듈  다.

또한,  어  시트(30)가 고  처리에 견   는 경우, 합  도체 웨 (20)에 감   역<43>

(22)과 복  1  단 (23a)만  하고, 도체 웨 (20)에  어  시트(30)  합시킨 후,

2  단 (23b), 도체(23c), 볼 프(12)  차 하는 것도 가능하다.

3 실시 에 하 , 1, 2 실시  같  (10)  없  문에  공   간단 할  는 동시<44>

에, 1, 2 실시 보다 얇  카 라 듈  하는 것  가능하다.

또한, 상  1 내지 3 실시 에 , 상 (31)는 컨    등  평   할  다.<45>

또한, 1 내지 3 실시 에 , 도체 웨 (20)에  어  시트(30)  착하 지만, 에 한 는 것<46>

 아니다. 컨  도 7에 도시하는  같 ,  어  시트(30)  상 (31)마다, 칩(21) 사

단하고,  개개  단   시트(32)  개별  도체 웨 (20)  각 칩(21)상에 착하 라도 

다.  같 ,  시트(32)  도체 웨 (20)  각 칩(21)상에 착한 후, 상  1 내지 3 실시

같   공  실행한다. 러한  에 해 도, 래  같 , 든  개별 하여 립하는 경

우에 비해  공  간단 할  , 카 라 듈  가 가능하다.

또한, 도 3에 도시하는  같 ,  시트(32)  에 IR 커트 필 (33), 차 막(34)  하고,  시<47>

트(30)  에 차 막(35)  하 지만, 에 한 는 것  아니다. 

도 8  1 내지 3 실시  변  도시한 것 , 변  2 실시 에 한 경우  도시하고 다.<48>

도 8에 ,  시트(32)  ,  에는 IR 커트 필  차 막  어 지 않다. 카 라 듈(60)

 상 에는 차  재료에 해  (70)가 착 어 다.  (70)  상 (31)  하는 

치에 개 (71)가 어 다.  개 (71)  직경  컨  상 (31)  직경과 거  동 하거 ,

상 (31)  직경보다 게 어 다.  개 (71)  폐쇄하도  IR 커트 필 (72)가 치 다.  

 상 (31)에 IR 커트 필  차 막  하는 것  곤란한 경우에 하고, 러한 에 해 도

1 내지 3 실시  거  동 한 과  얻   다.

여러 변    본   내에   다. 라 , 본  여 에 고 도시  상 한 <49>

  실시 태에 한 지 않는다. 라 , 청   들  등가물에 해 규 는 본  

개  사상 또는 에 어 지 않고 여러 변  루어질  다. 

     과

본원  에 , 간단한  공 에 해  고 능 카 라 듈  하게 실 할  <50>

다. 또한, 래에 비해  개  삭감할   문에 카 라 듈   실 할  다.

도  간단한 
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도 1  1 실시 에  카 라 듈   공  식  도시하는 평 도.<1>

도2는 1 실시 에  도체 칩  식  도시하는 평 도.<2>

도3a  도 3b는 1 실시 에  카 라 듈  식  도시한 것 , 도 3a는 다 싱  단 도<3>

고 도 3b는 다 싱 후  단 도.

도4는 1 실시 에  카 라 듈   공  도시하는 도. <4>

도 5는 2 실시 에  카 라 듈  식  도시하는 단 도. <5>

도 6  3 실시 에  카 라 듈  식  도시하는 단 도. <6>

도 7  1 내지 3 실시  변  식  도시하는 평 도.<7>

도 8  1 내지 3 실시  변  식  도시하는 단 도.<8>

<도  주  에 한  ><9>

10: <10>

20: 도체 웨<11>

30:  어  시트<12>

도

    도 1
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    도 2

    도 3a

    도 3b
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    도 4

    도 5

    도 6
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    도 7

    도 8
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